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１．概要（Summary ） 

近藤半導体 CeT2Al10(T=Ru,Os)は約 30K で反強

磁性相転移を示す[1-3]。Ce 化合物における磁

性転移を記述する RKKY 相互作用では、この高

い反強磁性相転移温度を説明することが難し

い[4]。そのため、磁気転移メカニズムの解明に

関する研究が活発に行われている。本研究では、

３次元運動量空間におけるフェルミ面形状を実験

的に解明するために、CeOs2Al10 について軟 X 線

を用いた角度分解光電子分光(ARPES)を行った。 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

 測定試料は CeOs2Al10 単結晶試料を用いた。バ

ンド分散の測定は BL23SU の軟 X 線 ARPES 装置

を用いて行った。清浄試料表面は破断によって得

た。バンド分散の光エネルギー依存性を測定し、

ブリルアンゾーンΓ点を通る光エネルギーを決定

した。その上で、複数の高対称性方向で S/N 比の

高い測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ブリアンゾーン中の対称性の高い方向でバンド

分散を観測することに成功した。軟 X 線を励起光

に用いた ARPES が本物質のバンド構造の研究に有

用であることがわかった。バンド計算との比較か 

ら、結合エネルギーの高い領域では得られたバンド

分散はバンド計算の結果とよく対応することがわかっ

た。実験結果に対するより詳細な解析により、特異な

反強磁性転移と電子構造の関連が理解できると考え

られる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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